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Миссия компании

Миссия для компании Integra Technologies: Быть мировым лидером в
разработке, технологии, производстве высокомощных транзисторов
для применения в радиолокации, специальных системах
беспроводной связи.

Обзор компании

Преимущества компании Integra

•

•
•

•

•
•

•

Integra Technologies Inc. является сертифицированным по ISO
9001:2000 производителем. Продукция отвечает требованиям
отраслевых стандартов для использования в военных разработках.

Фабрика (Лос-Анжелес, Калифорния) оснащена чистой комнатой
(Сlass-100) для производства 150 мм пластин. В дополнении сборка
транзисторов и 100% функциональное тестирование производятся
там же на полностью автоматизированном производстве. В
настоящий момент это крупнейшая и наиболее современная
производственная площадка в мире, оснащенная процессом
металлизации золотом, позволяющая производить более чем 20000
транзисторов в месяц (250 150 мм пластин/мес.) Перечень
запатентованной продукции включает в себя биполярные и полевые
(технологии: MOSFET, LDMOS, VDMOS и ) транзисторы, СВЧ
усилители мощности, гибридные транзисторные сборки для нужд
радиолокации, авионики, вещания, а также других военных
применений.

Integra Technologies выделяется как производитель транзисторов,
имеющих, благодаря патентованной технологии, наилучшие
показатели в промышленности по выходной мощности, ширине
импульса, усилению, кпд, стойкости к рассогласованию. Все заказчики
в России независимо от конечного применения имеют доступ к
производству модифицированных транзисторов, созданных с учетом
особенностей режима работы под конкретное применение,
производству гибридных транзисторных сборок и усилителей
мощности, а также к квалифицированной технической поддержке в
том на русском языке.

Вертикальная интеграция: от разработки топологии транзисторов
до производства транзисторов, сборок, усилителей – всё в одном
месте.
Очень высокая производственная мощность.
Опыт работы в России

• Быстрота и созидательность небольшой узкоспециализированной
компании.

Следствие: низкая общая
себестоимость.
Исполнительность и обязательность руководства.
Опыт в конструировании СВЧ транзисторов и цепей;
Модификации транзисторов под конкретное применение, режим
работы.
Необходимое звено для любого производителя усилителей
мощности, техническая поддержка специалистов завода на
Русском языке.

GaN

.

Финансовая стабильность.

Отсутствие ограничений на экспорт всей продукции в Россию.•

Контроль качества

История компании Integra

Компания Integra аттестована по стандартам ISO9001, ISO9001:2000,
продукция также отвечает требованиям отраслевых стандартов для
использования в военных разработках.

Integra основана Джоном Титизианом и Джеффом Бёргером в феврале
1997 года с целью изменить представление об мощных СВЧ
транзисторах в диапазоне «S».

С помощью Юнга Кима (д.т.н.) и Апета Барсегяна эта цель была
реализована, закреплённая двумя патентами в конце 2001 года.
Костяк инженеров и учёных работали в области мощных СВЧ
полупроводников с 1970тых годов, начиная в компании Power Hybrids
Inc (PHI).

Усилители мощности

Транзисторы по биполярной технологии для
импульсного режима работы в диапазонах:

VHF, UHF, “P”, “L”, “S”

Транзисторы Integra и паллеты на их основе обеспечивают
наибольшую выходную мощность, усиление и кпд при широком
диапазоне частот и форматов импульса, при этом имеют
минимальные посадочные места корпусов. Продукция
выпускается серийно, разработка топологии, производство
транзисторов, паллет и усилителей сосредоточено в одном
месте.

Если Вам требуется законченное решение усилителя из
отобранных СВЧ транзисторов, обладающее максимальными
характеристиками при необходимой надёжности, то позвольте
экcпертам в создании мощных импульсных СВЧ устройств Вам
помочь!

·
·
·

Диапазон частот от 125 МГц. до 3.5 ГГц.
Выходная импульсная мощность до нескольких кВт.
Разработка конструкции отталкиваясь от конкретного применения
с учетом требований по функциональности, условий эксплуатации и
габаритам.

IBP2729M300 (2.7-2.9 ГГц)
Выходная мощность: 320 Вт
Усиление: 9 дБ
КПД: 40%

Импульс: 100 мкс, 10%

·
·
·

ILD3135M180
· >200 .
· 10
·

3

(3.1-3.5 ГГц)
Выходная мощность: Вт
Усиление: .3 дБ
КПД: 45%

Импульс 00 мкс, 10%
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Мощные СВЧ приборы по технологии GaN

Integra Technologies анонсирует разработки передовых транзисторов по
технологии GaN для предоставления заказчикам наилучшего выбора для
конкретной задачи среди имеющихся технологий, при этом компания
поддерживает все имеющиеся разработки по другим технологиям.
Используется показавший себя с точки зрения наивысшей надёжности
процесс GaN на подложке SiC. Геометрия процесса HEMT: 0.5 и 0.25 мкм.
100% металлизация золотом.

Радары C-диапазона (частично согласованные транзисторы)

Авионика (сдвоенный транзистор)

Радары L-диапазона

Радары S-диапазона

Широкополосные несогласованные транзисторы
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•

•

•

•

•

•

•

•
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Cтатус производства:

IGN4450M50

IGN4450M90

IGN5259M40

IGNP4450M100

)

( 50 Вт, 14 дБ; 4.4-5.0 ГГц, 300 мкс, 10%, к.п.д 53%)

( 90 Вт, 14.3 дБ; 4.4-5.0 ГГц, 300 мкс, 10%, к.п.д 53%)

( 40 Вт,  13 дБ; 5.2-5.9 ГГц, 300 мкс, 10%, к.п.д 45%)

(паллета 100 Вт, 14 дБ; 4.4-5.0 ГГц, 300 мкс, 10%)

Предварительное производство

B

B

B

B

B

≥

≥

≥

≥

. ,

IGN5259M80

IGN09012L500

IGN1214L500

IGN2325CW110

IGN5259M80

IGN2735M30

IGN2731M250

IGN2729M400

MPAG2735M15

( 80 Вт,  12.5 дБ; 5.2-5.9 ГГц, 300 мкс, 10%, к.п.д 45%)

( 500 Вт, 12 дБ; 0.9-1.2 ГГц, 5.8 мс пачка, 22.7%, =62%)

( 500 Вт, 13 дБ; 1.2-1.4 ГГц, 1 мс, 10%, к.п.д 60%)

( 110 Вт, 12 дБ; 2.3-2.5 ГГц, непрерыв, к.п.д 60%)

( 80 Вт,  12.5 дБ; 5.2-5.9 ГГц, 300 мкс, 10%, к.п.д 45%)

( 30 Вт, 13 дБ; 2.7-3.5 ГГц, 300 мкс, 10%, к.п.д 55%)

( 250 Вт, 10 дБ; 2.7-3.1 ГГц, 300 мкс, 10%, к.п.д 55%)

( 400 Вт, 11 дБ; 2.7-2.9 ГГц, 300 мкс, 10%, к.п.д 55%)

( 15 Вт, согл на 50 Ом, 12 дБ, 300 мкс, 10% =62%)

В разработке

A

A

A

A

A

A

A

A

A

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

≥

η

η

A
)

IGN12UM21A1

IGN25UM21A1

IGN50UM21A1

IGN24UM22D1

IGN50UM22D1

IGN100UM22D1

IGN200UM22D1

IGN25UM72A1

IGN50UM72A1

IGN100UM72A1

IGN200UM72A1

( 12 Вт, 15 дБ; к.п.д 55% VDD=32-40V)

( 25 Вт, 15 дБ; к.п.д 55% VDD=32-40V)

( 50 Вт, 15 дБ; к.п.д 55% VDD=32-40V)

( 24 Вт cдвоенный, 15 дБ; к.п.д 55% VDD=32-40V)

( 50 Вт cдвоенный, 15 дБ; к.п.д 55% VDD=32-40V)

( 100 Вт cдвоенный, 15 дБ; к.п.д 55% VDD=32-40V)

( 200 Вт cдвоенный, 15 дБ; к.п.д 55% VDD=32-40V)

( 25 Вт, 15 дБ; к.п.д 55% VDD=32-40V)

( 50 Вт, 15 дБ; к.п.д 55% VDD=32-40V)

( 100 Вт, 15 дБ; к.п.д 55% VDD=32-40V)

( 200 Вт, 15 дБ; к.п.д 55% VDD=32-40V)

Серийное производство
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Миниатюрные усилители
мощности

LDMOS и биполярные транзисторы
для применения в области Авионики

Миниатюрные усилители мощности выпускаются компанией
Integra в корпусах согласованных на 50 Ом. Усилители
используют технологию LDMOS c золотой металлизицией. При
том что усилители спроектированы на работу с максимальной
мощностью в импульсном режиме (100 мкс, 10%) они позволяют
работу с любыми импульсами и скважинностью вплоть до
режима А иAB, что делает их пригодными для систем с АФАР.

Максимальные в индустрии мощности, усиление и кпд,
минимальные корпуса, широкий выбор режимов работы и
частотных диапазонов для работы в системах опознавания
(Mode-S, Mode S-ELM, IFF, 1450-1550 MГц), а таже DME, TACAN,
TCAS,ADS-B, UAT, JTIDS/MIDS.

IB0912M 00 –TACAN МГц.)
Типовые характеристики при
питании 50В.

Выходная мощность: 0 Вт.
Усиление: 8.0 дБ.
КПД: 56%
Импульс: 10 мкс, 10%

6 (960-1215

· 60
·
·
·

ILD1011M – LDMOS работающий
в режиме AB (1030-1090 МГц. и др.)
Типовые характеристики при
питании В.

Выходная мощность: Вт.
Усиление: 1 дБ.
КПД: %
Импульс: мкс, 2%

1000HV

50
· 1000
· 5
· 46
· 50

.т
·

·
·
·

Версии на 15, 30, 140 Вт.
Исключительная простота использования
Диапазоны частот 2.7-3.1 ГГц и 3.0-3.5 ГГц.
Гибкость в выборе режимов работы: AB, B либо А
Гибкость в выборе характеристик импульса

·
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TEL: 310-606-0855     FAX: 310-606-0865
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Официальный представитель в России

Россия, 107497, г. Москва, Щелковское шоссе, 77
тел факс 4

:
www.etsc.ru

/ 79
/ : ( 95) 228-88-98 office@etsc.ru

: import@avantispb.com
Россия, 197198, С-Петербург, ул. Зверинская, д. 7/9

тел/факс (812)327-12-70

1 .
1 перевод на Русский язык с изменениями и дополнениями «Центр Инженерно Технических Решений». Изменения могут быть внесены без уведомления.

© Copyright 201 Integra Technologies, Inc.                                         Subject to change without prior notice
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Транзисторы для радаров диапазона L

*

Транзисторы для радаров диапазона S

*

Модель Диапазон Выходная Длит. импульса /
частот мощность К. заполнения

IB0810M12 870-990 МГц. 13 Вт. 300 мкс. / 15%
IB0810M50 870-990 МГц. 53 Вт. 300 мкс. / 15%
IB0810M100 870-990 МГц. 108 Вт. 300 мкс. / 15%
IB0810M210 870-990 МГц. 222 Вт. 300 мкс. / 15%
IB1214M6 1.2-1.4 ГГц. 6.3 Вт. 100 мкс. / 10%

1214 1.2-1.4 ГГц. Вт. 1 00 мкс. / 0%

IB1214M150 1.2-1.4 ГГц. 176 Вт. 100 мкс. / 10%

IB1214M37 1.2-1.4 ГГц. 400 Вт. 330 мкс. / 10%

IBP1214M 0 1.2-1.4 ГГц. Вт. 200 мкс. / 10%
ГГц. 212 Вт. 16000 мкс. / 50%

Модель Диапазон Выходная Длит. импульса /
частот мощность К. заполнения

IB2226M80 2.2-2.6 ГГц. 80 Вт. 200 мкс. / 10%

IB2729M5 2.7-2.9 ГГц. 6.5 Вт. 100 мкс. / 10%
IB2729M25 2.7-2.9 ГГц. 30 Вт. 100 мкс. / 10%
IB2729M90 2.7-2.9 ГГц. 100 Вт. 100 мкс. / 10%
IB2729M150 2.7-2.9 ГГц. 185 Вт. 100 мкс. / 10%
IB2729M120 2.7-2.9 ГГц. 120 Вт. 300 мкс./  10%
IB2729M170 2.7-2.9 ГГц. 192 Вт. 100 мкс. / 10%

IBP2729M300 2.7-2.9 ГГц. 320 Вт. 100 мкс. / 10%

IB3000S250 3.0 ГГц. 0 Вт. 12 мкс. / 1%

IB3256 2.7-3.1 ГГц 100 Вт 300 мкс /10%
IB2731M1 0 2.7-3.1 ГГц. 1 Вт. 200 мкс. / 10%

IBP2731M200 2.7-3.1 ГГц. 200 Вт. 200 мкс. / 10%
IB2931M30 2.9-3.1 ГГц. 36 Вт. 100 мкс. / 10%

IB2931M 15 2.9-3.1 ГГц. 17 Вт. 100 мкс. / 10%
IBP2931M 300 2.9-3.1 ГГц. 350 Вт. 40 мкс. / 5%

ГГц. 160 Вт. 300 мкс. / 10%
IB2934M100 2.9-3.4 ГГц. 110 Вт. 100 мкс. / 10%
IBP2934M190 2.9-3.4 ГГц. 220 Вт. 100 мкс. / 10%
IB3134M15 3.1-3.4 ГГц. 17 Вт. 300 мкс. / 10%
IB3134M25 3.1-3.4 ГГц. 27 Вт. 300 мкс. / 10%
IB3134M70 3.1-3.4 ГГц. 80 Вт. 300 мкс. / 10%
IB3134M100 3.1-3.4 ГГц. 125 Вт. 300 мкс. / 10%
IBP3134M25 3.1-3.4 ГГц 25 Вт. 300 мкс / 10%

ГГц. 215 Вт. 300 мкс. / 10%
IBP3134M220 3.1-3.46 ГГц 220 Вт 200 мкс /10%
IB3135MH5 3.1-3.5 ГГц. 5 Вт. 100 мкс. / 10%
IB3135MH20 3.1-3.5 ГГц. 20 Вт. 100 мкс. / 10%

ГГц. 28 Вт. 16000 мкс. / 50%

IB3135MH45 3.1-3.5 ГГц. 55 Вт. 100 мкс. / 10%

IB3135MH100 3.1-3.5 ГГц. 140 Вт. 100 мкс. / 10%

ILD EL40 40 60 5

5

70 700
ILP1214EL200 1.2-1.4

30

ILD2731M30

1 25
IB2731MH110
ILD2731M140

H 5 8
H

ILD2933M130 2.9-3.3

IBP3134M190 3.1-3.4

ILD3135EL20 3.1-3.5

ILD 4CW60 5 1450 70

ILD1214M10 1.2-1.4

ILD 60 71 3
3 52 3

L 55 60 25
ILD EL200 200 60 5
ILD L250 250 0

6 6

ILD CW 3 2 5 100

H200 200
LP 31 260 3 1 280 30

H
30 9

6 73
0

31
37 1

25
60 1

H55 70

ILD 3 36

96

ILD3135M120 54 3
ILD3135M180 3.1-3.5

H20 227
ILP3135 El200 3.1-3.5

081 8 0- МГц. Вт. непрерывно

ГГц. 21 Вт. 200 мкс. / 10%
IB1214M32 1.2-1.4 ГГц. 46 Вт. 100 мкс. / 10%

IB1214M55 1.2-1.4 ГГц. 63 Вт. 100 мкс. / 10%
1214M 1.2-1.4 ГГц. Вт. 00 мкс. / 10%

IB1214M1 0 1.2-1.4 ГГц. 1 Вт. 00 мкс. / 10%

IB1214 150 1.2-1.4 ГГц. 1 Вт. 00 мкс. / %
1214 1.2-1.4 ГГц. Вт. 1 00 мкс. / 0%
1214 1.2-1.4 ГГц. Вт. 10 0 мкс. / 10%

IB1214M300 1.2-1.4 ГГц. 333 Вт. 100 мкс. / 10%

IB1214S450 1.2-1.4 ГГц. 450 Вт. 4 мкс. / 10%
IB1214S 50 1.2-1.4 ГГц. 50 Вт. 4 мкс. / 10%

IB2226MH15 2.2-2.6 ГГц 15 Вт. 200 мкс /10%
IB2226MH110 2.2-2.6 ГГц 110 Вт 200 мкс /10%

IB2226M160 2.2-2.6 ГГц. 160 Вт. 200 мкс. / 10%
IBP2226M300 2.2-2.6 ГГц. 300 Вт. 200 мкс. / 10%

2325 90 2. - . ГГц Вт. непрерывный

IB2729M 2.7-2.9 ГГц. Вт. 100 мкс. / 10%
I 27 M 2.7- . ГГц. Вт. 0 мкс. / 10%

IBP2729M 300 2.7-2.9 ГГц. 320 Вт. 100 мкс. / 10%
IB2856S 2.856 ГГц. 3 Вт. 12 мкс. / 3%
IB2856S250 2.856 ГГц. 300 Вт. 12 мкс. / 3%
IB3000S 0 3.0 ГГц. Вт. 12 мкс. / 1%
IB3000S2 0 3.0 ГГц. 250 Вт. 12 мкс. / 1%

IB2731MH25 2.7-3.1 ГГц Вт. 200 мкс /10%
2.7-3.1 ГГц Вт. 00 мкс /10%

2.7-3.1 ГГц. 1 Вт. 200 мкс. / 10%
2.7-3.1 ГГц. 1 Вт. 00 мкс. / 10%

IB2931M 2.9-3.1 ГГц. Вт. 100 мкс. / 10%

3135M 0 3.1-3.5 ГГц. Вт. 100 мкс. / 10%

IB3135MH75 3.1-3.5 ГГц. Вт. 100 мкс. / 10%

3.1-3.5 ГГц. 1 Вт. 00 мкс. / 10%
ГГц. 220 Вт. 300 мкс. / 10%

IBP3135M150 3.1-3.5 ГГц. 170 Вт. 100 мкс. / 10%
IBP3135M 0 3.1-3.5 ГГц. Вт. 100 мкс. / 10%

ГГц. 212 Вт. 16000 мкс / 50%

« »

« »

*

Готовые паллеты транзистор, смонтированный на теплоотводе, 50 Ом

Выходная мощность относится к средним типовым значениям исходя из статистики
производства. Действующие значения могут отличаться на 5 – 7%.
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Диапазон «Авионика»

Продукция для диапазонов МВ и ДМВ

Миниатюрные усилители мощности (MPAL)

MPA диапазон «S» технология LDMOS (с возможностью работы в непрерывном
режиме с небольшой потерей мощности)

Модель Диапазон Выходная Длит. импульса /
частот мощность* К. заполнения

IB0912L30 960-1215 МГц 32 Вт 5,8 мс. пачка / 22.7%
IB0912L70 960 -1215 MГц 73 Вт 5,8 мс. пачка / 22.7%

IB0912M350 960 - 1215 МГц. 365 Вт. 10 мкс. / 10%
IB0912M500 960 - 1215 МГц. 555 Вт. 10 мкс. / 10%

МГц. 2 0 Вт. 10 мкс. / 1%

МГц. Вт. 10 мкс. / 1%
IB1012S1100 1025-1150 МГц. 1160 Вт. 10 мкс. / 1%
IB1011S70 1030-1090 МГц. 87 Вт. 10 мкс. / 1%
IB1011S190 1030-1090 МГц. Вт. 10 мкс. / 1%
IB1011S250 1030-1090 МГц. 2 5 Вт. 10 мкс. / 1%
IB1011S350 1030-1090 МГц. 350 Вт. 10 мкс. / 1%
IB1011S1000 1030-1090 МГц. 1070 Вт. 10 мкс. / 1%
IB1011S1500 1030-1090 МГц. 1600 Вт. 10 мкс. / 1%
IB1011M10 1030-1090 МГц. 11 Вт. мкс. / 1%

IB1011M20 1030-1090 МГц 25 Вт 128 мкс /1%
IB1011M70 1030-1090 МГц. 75 Вт.
IB1011M140 1030-1090 МГц. 150 Вт.

IB1011M190 1030-1090 МГц. 205 Вт.
IB1011M250 1030-1090 МГц. 260 Вт.

IB1011M350 1030-1090 МГц. 375 Вт.

IB1011M6 0 1030-1090 МГц. Вт.
IB1011M800 1030-1090 МГц. 825 Вт.
IB1011M1000 1030-1090 МГц. 1040 Вт.
IB1011M1100 1030-1090 МГц. 1145 Вт. 32 мкс. / 2%

МГц. 15 Вт. 24 мкс. / 6.4%
IB1011L40 1030-1090 МГц. 45 Вт.
IB1011L110 1030-1090 МГц. 120 Вт.
IB1011L220 1030-1090 МГц. 235 Вт.
IB1011L470 1030-1090 МГц. 520 Вт.
IBP1011L 0 1030-1090 МГц. Вт.

МГц. 2000 Вт. 5 мкс. / 1%
МГц. 1000 Вт. 10 мкс. / 1%

Ib1191 1450-1550 МГц. 650 Вт. мкс. / 1%
IB1261 1450-1550 МГц 110 Вт 32 мкс /1 %
IB1262 1450-1550 МГц 15 Вт 32 мкс /1%

Модель Диапазон Выходная Рабочее
частот мощность* напряжение

IDM175CW300 1-200 MГц 320 Вт. (непрер.) 50 Вольт
IDM500CW80 1-500 MГц 80 Вт. ( ) 28 Вольт
IDM500CW120 1-500 MГц 120 Вт. ( ) 28 Вольт
IDM500CW150 1-500 MГц 150 Вт ( ) 28 Вольт
IDM500CW200 1-500 MГц 250 Вт ( ) 28 Вольт
IDM500CW300 1-500 MГц 330 Вт ( ) 28 Вольт

IB450S300 450 МГц. 321 Вт. 30 мкс. / 10%
IB450S500 450 МГц. 533 Вт. 30 мкс. / 10%

МГц. 350 Вт. 15000 мкс. / 33%

Рвх Pвых Усиление Напряжение
Вт) (Вт.) питания

(Вольт)

3.0-3.5 ГГц., 00 мкс, 10%, ID =10mA 2.0 20 10 32

3.0-3.5 ГГц., 00 мкс, 10%, ID =10mA 4.0 40 10 32

2.7-3.1 ГГц., 00 мкс, 10%, ID =10mA 2.0 20 10 32

2.7-3.1 ГГц., 00 мкс, 10%, ID =10mA 4.0 40 10 32
MPAL2731M130

. .
. .

IB1012S250 1025-1150 8

IB1012S800 1025-1150 858

200
8

128

705

IB1011L15 1030-1090 00

90 900 7
IBLP1012S1800 1025-1150
IBPM1030S1K 1030

32

ILD0506 480-610

(

3 Q

3 Q

3 Q

3 Q

IB0912L200 960 - 1215 35 ,
LD M60 . 60 .

M . 94 .
21 242

6 637
IB1012S10 1025-1150 11
IB1012S20 1025-1150 22
IB1012S50 1025-1150 55
IB1012S150 1025-1150 58

IB1012S500 1025-1150 530
IB1012S500HV 1025-1150 646 V

5 20,5 50 2
ILD1011M15 1030-1090
ILD1011M15HV 1030-1090 V
ILD 30 45,5 50 2

128
128

ILD 150 164 50 2
ILD 160HV 179 50 2 V

128
128

ILD 250 267 50 2
ILD1011M280HV 1030-1090 V

128
L
ILD 450HV 506 50 2 V
ILD 550HV 589,5 50 2 V
ILD HV 50 2 V

6 128
128
128

00
00
00
00
00

Q 16 15 1

МГц. 2 Вт. 5 8 мс. пачка / 22.7%
I 0912 960 -1215 MГц Вт 10 мкс. / 10%
IB0912 70 960 -1215 MГц Вт 10 мкс. / 10%
IB0912M 0 960 - 1215 МГц. Вт. 10 мкс. / 10%

IB0912M 00 960 - 1215 МГц. Вт. 10 мкс. / 10%
МГц. Вт. 10 мкс. / 1%
МГц. Вт. 10 мкс. / 1%
МГц. Вт. 10 мкс. / 1%
МГц. Вт. 10 мкс. / 1%

МГц. Вт. 10 мкс. / 1%
МГц. Вт. 10 мкс. / 1%, 50

IB1011M1 1030-1090 МГц. Вт. мкс. / %
МГц. 20,5 Вт. 10 мкс. / 10%
МГц. 20,5 Вт. 10 мкс. / 10%, 50

1011M 1030-1090 МГц. Вт. мкс. / %

мкс. / 1%
мкс. / 1%

1011M 1030-1090 МГц. Вт. мкс. / %
1011M 1030-1090 МГц. Вт. мкс. / %, 50

мкс. / 1%
мкс. / 1%

1011M 1030-1090 МГц. Вт. мкс. / %
МГц. 325 Вт. 50 мкс. / 2%, 50

мкс. / 1%
I D1011M400 1030-1090 МГц. 400 Вт. 50 мкс. / 2%

1011M 1030-1090 МГц. Вт. мкс. / %, 50
1011M 1030-1090 МГц. Вт. мкс. / %, 50
1011M1000 1030-1090 МГц. 1000 Вт. мкс. / %, 50

мкс. / 1%
мкс. / 1%
мкс. / 1%

24 мкс. / 6.4%
24 мкс. / 6.4%
24 мкс. / 6.4%
24 мкс. / 6.4%
24 мкс. / 6. %

IDM30512CW20 30-512 MГц 20 Вт. (непрер.) 50 Вольт

непрер.
непрер.
непрер.
непрер.
непрер.

Модель Диапазон Выходная Длит. импульса /
частот мощность* К. заполнения

IDM165L650 125-167 МГц. 660 Вт. 1 мс. / 20%
IDM265L650 190-265 МГц. 660 Вт. 1 мс. / 20%

Наименование
(dB)

MPAL3035M15

MPAL3035M30

MPAL2731M15

MPAL2731M30

2.7-3.1 ГГц., 100 мкс, 10%, ID =50mA 0 1 32

(LDMOS)

(LDMOS)
(LDMOS)
(LDMOS)

(LDMOS)
(LDMOS)

(LDMOS)
(LDMOS)

(LDMOS)
(LDMOS)

(LDMOS)
(LDMOS)

(LDMOS)

(LDMOS)

(LDMOS)

(LDMOS)

(LDMOS)

( Вт.“S” 1800 )
(38 dB.)

(LDMOS)




